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Przedmiotem wynalazku jest przetacznik tranzy-
storowy zwlaszcza do kompensacyjnego woltomie-
rza cyfrowego przeznaczony do przelgczania pre-
cyzyjnych opofnikéw dzielnika napiecia wzorco-
wego.

Znane przelaczniki tranzystorowe, stosowane w
kompensacyjnych woltomierzach cyfrowych, zbu-
dowane sa w ten spos6b, ze emitery tranzystorow
s3 polgczone z napieciem wyjSciowym dzielnika
napiecia wzorcowego poprzez wspélny opornik te-
go dzielnika, natomiast ich bazy ze stalym napie-
ciem ujemnym poprzez opox;niki okre§lajagce prady
plynace w obszarach baza-emiter tych tranzysto-
row.

Kolektor pierwszego tranzystora jest polaczony
ze #rddlem napiecia wzorcowego, a kolektor dru-
giego z punktem o potencjale zerowym. Napiecia
sterujace przelaczaniem tranzystoréw, pobierane
z ukladu pamieci, s3 podawane na bazy, poprzez
diody poéiprzewodnikowe dotgczone do baz tranzy-
stor6w katodami.

Wspomniane przelgczniki tranzystorowe charak-
teryzuja sie duzym spadkiem napiecia na tranzy-
storze pracujagcym w nasyceniu. Spadek napiecia,
spowodowany przeplywem przez tranzystor w
obszarze nasycenia calego pradu plynacego przez
opornik dzielnika napiecia, osigga znaczne war-
toSci przy przelaczaniu niewielkich opornik6éw
dzielnika i powoduje zmniejszenie wartoSci napie-
cia wzorcowego podawanego na te oporniki. Jest
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on przy tym gléwng przyczyna nieliniowo$ci dziel-
nika wzorcowego, decydujgcej w duzej mierze
o dokladno$ci pomiaru kompensacyjnego wolto-
mierza cyfrowego. .

Aby wyeliminowaé cze§ciowo wplyw spadku na-
piecia na tranzystorze pracujagcym w nasyceniu na
liniowo$§¢é dzielnika napiecia wzorcowego w prze-
lacznikach tranzystorowych stosuje sie specjalne
tranzystory przelaczajace zapewniajace niewielki
spadek napiecia na tranzystorze w obszarze jego
nasycenia przy wiekszym pradzie, przeptywajgcym
przez opornik dzielnika napiecia wzorcowego.

Celem wynalazku jest opracowanie ukladu prze-
lgcznika tranzystorowego, ktéory wyeliminuje wady.
konwencjonalnych przelaczniké6w tranzystorowych.

Cel ten zostal osiggniety w przelgczniku tranzy-
storowym przez to, ze do punktu polgczenia emi-
teré6w tranzystor6w dolaczona jest kaftoda czwar-
tej poélprzewodnikowej diody i anoda piatej poéi-
przewodnikowej diody, a baza pierwszego tranzy-
stora jest potaczona poprzez trzeci opornik,
z czwartym zaciskiem, na ktoéry przylozone jest
sterujace napiecie pobrane z ukladu pamieci, za$
baza drugiego tranzystora jest polaczona, poprzez
czwarty opornik, z pigtym zaciskiem, na ktoéry jest
przylozone sterujace napigcie pobrane z ukladu
pamiegci bedace w przeciwfazie do pierwszego na-
piecia sterujacego.

Katoda piagtej diody i katoda trzeciej diody po6l-
przewodnikowej sa polaczone, poprzez drugi opor-
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nik, ze Zr6édlem stalego ujemnego napiecia zasila-
nia, natomiast anoda trzeciej diody jest potaczona
z piatym zaciskiem za§ anoda drugiej pdiprzewod-
nikowej diody i anoda pierwszej péiprzewodniko-
wej diody oraz anoda czwartej diody sa potaczone,
poprzez pierwszy opornik, z drugim zaeciskiem, na
ktéry przylozone jest stale dodatnie napigcie zasi-
lania. Katoda pierwszej diody jest polgczona
z czwartym zaciskiem, a katoda:drugiej diody jest
polaczona z pierwszym zaciskiem, na ktéry przy-
lozone jest napiecie zgodne w fazie z napieciem
wzorcowym,

Powyisg' przelgcznik tranzystorowy umozliwia
ograniczenie pradu przeptywajacego przez zlgcze
emiter-kolektor tranzystora pracujgcego w nasyce-
niu. Zmniejsza to spadek napiecia na tranzysto-
rze pracujgcym w nasyceniu pochodzacy od tego
pradu, przyczyniajge sie tym samym do osiggnie-
cia znacznie wigkszej liniowo$ci dzielnika napiecia
wzorcowego i lepszej diugookresowej stabilno$ci

pracy przelgcznika tranzystorowego oraz upraszcza

regulacje przyrzadu.

Przedmiot wynalazku jest przedstawiony w przy-
kladzie wykonania na rysunku, ktéry przedstawia
uklad elektryczny przelacznika tranzystorowego.

Przelacznik tranzystorowy jest zbudowany na
dwoéch tranzystorach T, i T;, ktérych emitery po-
laczone sg do wspélnego punktu lgczacego katode
czwartej péiprzewodnikowej diody D4 i anode pig-
tej poéiprzewodnikowej diody D;s z opornikiem R
dzielnika napiecia wzorcowego majacego napie-
cie Un. Baza pierwszego tranzystora T, jest po-
lagczona, poprzez trzeci opornik R;, z zaciskiem 4,
na ktoéry przylozone jest sterujace napigcie U,
pobrane z ukladu pamieci, a kolektor tegoz tran-
zystora jest polaczony do punktu o potencjale ze-
rowym. Baza drugiego tranzystora T, jest polg-
czona, przez opornik R,, z zaciskiem 5, na ktoéry
jest przyloizone sterujace napiecie *Us pobrane
z ukitadu pamieci bedace w przeciwfazie do pierw-
szego sterujacego napiecia *U,, za§ kolektor tego
tranzystora potaczony jest ze Zr6diem wzorcowego
napiecia Uy,

Katoda pigtej diody D; i katoda trzeciej pét-
przewodnikowej diody D; sa polaczone, poprzez
opornik R,, ze Zrédiem stalego ujemnego napiecia
zasilania U,;, natomiast anoda trzeciej diody D,
jest polaczona z zaciskiem 5. Anoda drugiej péi-
przewodnikowej diody D, i anoda pierwszej pé6i-
przewodnikowej diody D, oraz anoda czwartej dio-
dy D, sa polaczone, poprzez opornik R,, ze Zréd-
lem stalego dodatniego napiecia zasilania U,, za§,
katoda pierwszej diody D; jest polgczona z zacis-
kiem 4. Katoda drugiej diody D, jest polgczona
z zaciskiem 1, na ktéry przylozone jest napie-
cie U,

Dzialanie ukladu jest opisane nizej.

Pierwsza dioda D, jest polaryzowana napie-
. ciem =U,, *%ktére steruje pierwszy tranzystor T,
za§ trzecia dioda D; jest polaryzowana napie-
ciem +Ujs sterujagcym drugi tranzystor T,, przy
czym, sterujace napiecia *U, i +Us s3 w przeciw-
fazie. Katoda drugiej diody D, jest zawsze dolg-
czona do Zr6dila napiecia +U; o znaku zgodnym
ze znpakiem wzorcowego napiecia *Uy. Dla ujem-
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nej wartoSci wzorcowego napiecia +U,, do zacis-
ku 1 jest dolaczona ujemna warto§¢ napiecia *U,
o warto$ci bezwzglednej

(U) > (Uw)
woéwcezas przy spelnieniu warunk6é6w przewodzenia
drugiego tranzystora T,;, druga dioda D, przewodzi,

za$é czwarta dioda D, jest zatkana. W tych warun-
kach, przy dolaczeniu opornika R do wzorcowego

- napiecia *U,, i zalozeniu, Ze oporno$¢ przewodza-

cej piatej diody D5 i oporno§é drugiego tranzy-
stora T, pracujgcego w nasyceniu sg pomijalnie
male, przez opornik R, ptynie prad Ir;; o warto$ci

U,—U

_ w
Igar = R,

natomiast prad IR piynacy przez opornik R jest
okreslony zaleznoS$cig

Prad IE;; emitera drugiego tranzystora T, pra-
cujgcego w nasyceniu okreS§lony jest zaleznoScig

IEs; = IR — IRz

Prad Ig,; emitera drugiego tranzystora T, pracu-
jacego w nasyceniu mozna zmniejszy¢é dowolnie
dobierajac warto§¢ pradu plynacego przez opor-
nik R,. Zmniejszenie pradu Ig;; emitera drugiego
tranzystora T, pracujgcego w nasyceniu umozliwia
odpowiednie zmniejszenie spadku napiecia na jego
zlgczu emiter-kolektor. Przy dodatniej warto$ci
wzorcowego napiecia Uy, w obszarze nasycenia
drugiego tranzystora T,, pierwsza dioda D,, druga
dioda D,, trzecia dioda D; sg spolaryzowane zapo-
rowo, a.czwarta dioda D, i pigta dioda D5 prze-
wodzg. Wéwezas prady plynace przez oporniki R,
i R, sg okre§lone zalezno§ciami

_ U, — Uw ) _ U, + Uw
IR = R, I Ipp= R,

W tym przypadku prad emitera drugiego tran-

zystora T, jest okre§lony zaleznofcig
IEz; = IR IRy — IR22

Dobierajac odpowiednig warto§¢ opornika R,
mozliwe jest zmniejszenie pradu emitera drugiego
tranzystora T, do wartoSci, przy ktérej spadek
napiecia na jego zlgczu emiter-kolektor jest nie-
wielki.

Przy ujemnej warto§ci sterujgcego napiecia +U,
podanego na zacisk 4 i przy dodatniej wartoSci
sterujgcego napiecia +Us podanego na zacisk 5,
opornik R jest dolgczony do punktu o potencjale
zerowym przez pierwszy tranzystor T;. Wtedy
pierwsza dioda D, i trzécia dioda D; przewodza,
natomiast czwarta dioda D, i pigta dioda D5 sa
spolaryzowane zaporowo. W tym przypadku przez
opornik R i emiter pierwszego tranzystora T, ply-
nie tylko niewielki prad wywolany napieciem
wyjSciowym dzielnika napiecia wzorcowego.

Sposéb poigczenia diod i polaryzacja napieé przy-
lozonych do zaciskéw przelacznika zalezy od typu
zastosowanych tranzystoréw.
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Zastrzezenie patentowe

Przelagcznik tranzystorowy zwlaszcza do kom-
pensacyjnego woltomierza cyfrowego zbudowany
na dwéch tranzystorach, ktérych emitery sg po-
laczone z opornikiem dzielnika napigcia wzorco-
wego, za§ kolektor jednego z nich jest potgczony
do punktu o potencjale zerowym, natomiast ko-
lektor drugiego do Zr6dia napiecia wzorcowego,
znamienny tym, Ze do punktu polgczenia emite-
réw tranzystor6w dolgczona jest katoda czwartej
pétprzewodnikowej diody (Ds) i anoda piatej pét-
przewodnikowej diody (Ds), a baza pierwszego
tranzystora (T,) jest polgczona poprzez trzeci opor-
nik (R;) z czwartym zaciskiem (4), na ktéry przy-
lozone jest sterujgce napiecie (£U,) pobrane z ukla-
du pamieci, za§ baza drugiego tranzystora (T;) jest
polaczona, poprzez czwarty opornik (R,) z piatym
zaciskiem (5), na ktéry przylozone jest sterujace
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napiecie (+Us) pobrane z ukladu pamieci bedace
w przeciwfazie do pierwszego sterujacego napig-
cia (1U,), podczas gdy katoda piatej diody (Ds)
i katoda trzeciej pélprzewodnikowej diody (Ds) sg
potaczone, poprzez drugi opornik (R,) ze Zrédiem
stalego ujemnego napigcia zasilania (—U,), nato-
miast anoda trzeciej diody (Ds) jest polaczona
z piatym zaciskiem (5), za§ anoda drugiej pot-
przewodnikowej diody (D,;) i anoda pierwszej le-
przewodnikowej diody (D,) oraz anoda czwartej
diody (D,) sa polaczone, poprzez pierwszy opor-
nik (R;) z drugim zaciskiem (2), na ktéry przy-
lozone jest state dodatnie napiecie zasilania (1U,),
przy czym katoda pierwszej diody (D,) jest po-
laczona z czwartym zaciskiem (4), a katoda dru-
giej diody (D,) jest polaczona z pierwszym zacis-
kiem (1), na ktéry przylozone jest napiecie (1U,)
zgodne w fazie z napieciem wzorcowym (fUy).
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